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【背景】典型的な金属/Si 界面では比較的強い Fermi-level pining（FLP）を生じること[1]が知られる一
方で， silicide/Si界面の FLPは前述の界面のものと比較して弱い[2]ことが知られている．この Siにお
ける FLP強さの違いは， Si側より金属側へと変わるダングリングボンドによりアライメントが決まる
モデル[3]等が議論される中で，我々は FLPの起源の 1つとされる波動関数の浸み出しに由来したMetal 

induced gap states（MIGS）が金属の自由電子密度に依存すること，即ち界面形成により変調する金属の
仕事関数の変調の程度が金属の自由電子密度の減少に伴い小さくなることに由来すると考えている[4]． 
しかしながら，一般的に silicide/Si接合は熱処理による反応界面であり，特徴的な界面構造（エピタ
キシャル構造等）を有する為，FLP 緩和への MIGS と界面構造の寄与の区分けが難しい．そこで本研
究では silicide/Si接合を典型的な金属/Siと同様，堆積によって形成し，それら界面の FLPから silicide/Si

界面におけるMIGSの寄与の理解を試みた． 

【実験】化学洗浄を行った n-Si(100)基板上に DCスパッタリングによってそれぞれ YSi2，TiSi2，NiSi2

電極を 50 nm程度室温で堆積し，silicide/Si接合を形成した．その後，堆積後の熱処理等は行わず，Si

基板裏面に Al 電極を形成し silicide/Si ダイオードを作成した．また比較用に Y，Ti，Niを電極とした
ものも作成した．これらのダイオード I-V特性より界面のショットキー障壁高さを見積もった． 

【結果・考察】Si伝導帯へのショットキー障壁は，仕事関数の低い Y，Tiではそれらの silicideの方が
小さく，仕事関数の高い Ni ではその silicide の方が大きくなった．真空仕事関数とショットキー障壁
高さの関係からみても（Fig. 1），典型的な金属と比較して silicideの FLPが弱いことが分かる．以上か
ら silicide/Si界面の弱い FLPは，エピ界面の形成に伴う界面ダングリングボンド構造の変化の寄与とみ
るよりは，寧ろ半金属 Bi/Si接合にみられる FLP緩和[7]と同様，MIGSの抑制効果が主であると考えら
れる． 

【結論】“Silicide/Si界面の FLPが典型的な金属/Si界面に比べ弱い”ことは，主にMIGSの抑制，即ち
金属の仕事関数変調の抑制に由来することが示された． 
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Figure 1 Schottky barrier height at metal/Si interface as a function of vacuum work function. The work 

functions of silicide are evaluated from group electronegativity[5] and correlation between electronegativity 

and vacuum work function[6]. It is obvious that FLP at sputtered-silicide/Si interface is much weaker than 

that at element metal/Si interface. 
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